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ekildeki CMOS yapı kullanılarak  035 m n-kuyulu CMOS teknolojisi ile bir akım
kuvvetlendiricisi olu turulacaktır. Kuvvetlendiricinin akım kazancının KI = 2 olması

hedeflenmektedir. Kutuplama akımlarının I1 = I2 = 50 A olması öngörülmü tür.

a- I1 ve I2 akımlarını aynı referans akımından elde etmek üzere akım
kaynaklarını tasarlayarak devreye ekleyiniz. 

b- Devredeki MOS tranzistorların boyutlarını belirleyiniz. 

SPICE benzetim programını kullanarak
c-  IOUT akımının IIN akımıyla de i imini ara tırarak çiziniz. (Yol gösterme: 

Bunun için giri e bir IIN akım kayna ı, çıkı taki RL yükünü kaldırarak yerine 
gerilimi sıfır olan bir VL gerilim kayna ı  ba layınız, giri  akımını uygun bir 
aralıkta de i tirerek VL gerilim kayna ının akımının nasıl de i ti ini
gözleyiniz). 

d- Giri  akımının ve çıkı  akımının do rusal de i im aralı ını belirleyiniz. 
e- Akım kazancının frekansla de i imini ara tırınız, 3dB band geni li ini

belirleyiniz. 
f- Giri  empedansının frekansla de i imini inceleyiniz. 
g- Çıkı  empedansının frekansla de i imini inceleyiniz. 
h- Kuvvetlendiricinin geçirme bandı içinde büyük i aret yanıtını inceleyiniz, 

bunun için giri e sinüs biçimli bir i aret uygulayınız, giri  i aretinin genli ini
belli adımlarla arttırarak her bir adım için çıkı  i aretindeki  THD toplam 
harmonik distorsiyonunu kaydediniz, THD toplam harmonik 
distorsiyonunun iin giri  i areti ile de i imini çiziniz (THD(%)=f(iin)). Çıkı
geriliminin RL yük direnci ile de i iminin inceleyiniz. Bunun için giri
akımını çıkı ta dü ük bir distorsiyon seviyesi elde edilecek biçimde seçiniz, 
giri  akımını bu seviyede sabit tutup RL direncini arttırarak çıkı  genli inin 
nasıl de i ti ini gözleyiniz, VO = f(RL) ve THD(%)=f(VO) de i imini çiziniz. 

i-  Yaptı ınız tüm çalı manın ayrıntılı bir yorumunu veriniz. 

Kullanılacak CMOS teknolojisi WEB sayfasında belirtilen adresten alınabilir.
stedi iniz bir teknolojiyi seçebilirsiniz.


